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Resistron-Fernsehaufnahmerdhren

Aufbau und Wirkungsweise

Das Resistron ist eine Fernsehaufnahmerdhre vom Vidicontyp. Das zu
iibertragende Bild wird in ein seiner Helligkeitsverteilung &quivalen-~
tes elektrisches Ladungsbild umgesetzt. Dieses Ladungsbild wird perio=-
disch zeilenweise mit einem feinen Elektronenstrahl abgetastet und da-
durch in ein elektrisches Signal umgewandelt. Die zeitlich aufeinander-
folgenden Amplituden im Signalstrom entsprechen den Helligkeitswerten

der flachenhaft nebeneinander liegenden Bildpunkte.

Der Aufbau des PI'W-Resistrons ist sehr einfach. In Abbildung 1 ist eine

solche Rohre schematisch dargestellt.

Die R8hre enthélt die Speicherschicht und das Strahlsystem zur Erzeugung
des Elektronenstrahls. Die auBerhalb der Rdohre angeordneten Fokussier-
und Ablenkspulen erzeugen die Magnetfelder, die den Elektronenstrahl

zeilenweise liber die Speicherschicht fiithren.

Die Speicherschicht ist eine lichtelektrisch empfindliche
Halbleiterschicht, die auf einer optisch einwandfreien planparallelen Glas-

platte aufgebracht ist.

Glasscheibe mit Speicherschicht
Signalelektrode Fokussierspule]
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Abb. 1: Schematischer Aufbau des Resistrons 2255 mit der Spulenanordnung
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Zwischen Glasplatte und Halbleiterschicht befindet sich eine diinne,
transparente und elektrisch leitfihige Schicht als Signalplatte. Sie

ist elektrisch mit der Signalelektrode verbunden.

Das Stranlsystem ist aufgebaut aus der indirekt geheizten

Kathode, der Steuerblende G,, der Beschleunigungsanode G2, dem Anoden=-

1?
und dem Netz Gh' Die Beschleunigungsanode G2 begrenzt den

zylinder G3
Klektronenstrahl in seinem Querschnitt. Der Anodenzylinder G3 ist mit
einem elektrisch getrennt anschlieBbaren Feinstrukturnetz abgeschlossen.
Innerhaldb des Anodenzylinders durchlaufen die Elektronen einen elektrisct
feldfreien Raum. Zwei gekreuzte magnetische Ablenkfelder

und das magnetische Fokussierfeld bestimmen in diesem Ge-
biet die Bahn des Elektronenstrahls. Durch die Einwirkung der Ablenkfel-
der wird der Elektronenstrahl zeilenweise iber die Halbleiterschicht ge=
fiihrt.

In der Niéhe der Steuerblende ist ein schwaches magnetisches Korrektur-
feld (Hilfsspule oder Permanentmagnet) angeordnet, um geringe Ungenauig-

keiten der Elektronenbahnen ausgleichen zu kénnen. i

Die Signalelektrode besitzt gegeniiber der Strahlkathode ein positives
Potential von 10 - 50 Volt (Up). Die Strahlelektronen werden also nach
Verlassen des Netzes abgebremst. Sie landen auf der Halbleiterschicht

mit einer Energie, die proportional zu Up ist. Diese Energie ist so klein,
daB der Sekundirelektronenemissions-Koeffizient kleiner als 1 ist. Dadurch
gelangen mehr Ladungen durch Strahlelektronen auf die Schichtoberfléche
als durch Sekunddrelektronen abgefiihrt werden, und die Schichtoberfldche
wird negativ aufgeladen bis nahezu auf das Potential der Strahlkathode.
Dieser Vorgang wird Xathodenpotential-Stabd ili-=-

sierung genannt.

Zum Verstandnis der Signalentstehung ist es zweckmifig, die Halbleiter
schicht in einzelne Bildpunkte aufzuteilen (Abb. 2). Jedes Element be=
steht aus einer kleinen Kapazitét C und dem dazu parallel liegenden

Schichtwiderstand Re.
L 4
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Abb. 2: Ersatzschaltbild fiir einen Bildpunkt

Vahrend des Abtastprozesses wird C bis annidhernd auf Up aufgeladen.
Jedes Bildelement wird wiahrend einer Bildperiode nur eimnmal fir ca.

10-7 s in den Stromkreis‘eingeschaltet. In der Pause zwischen zweil
Abtastungen (40 ms) flieRt iliber den im unbelichteten Zustand sehr
hochohmigen Schichtwiderstand R entsprechend der Zeitkonstanten des
Bildelementes ¥ = RC nur eine kleine Ladungsmenge ab. Der Ausgleich
dieses Ladungsverlustes ergibt den Dunkelst r.o m ID . Bei
Belichtung eines Bildelementes wird der Widerstand der lichtempfind=-
lichen Schicht und damit auch R stark verkleinert und der Ladungs-
verlust in einer Abtastpause entsprechend der'ﬁeleuchtungsstérke ver-
groBert. Der jetzt héhere Ausgleichstrom ist der Signalstrom.
Dunkelstrom und Signalstrom erzedgen an Ra eine Signalspannung negativer
Polaritéat.

Die Signalerzeugung ist nicht ganz trégheitsfrei. Der Tragheitseffekt
wird durch den Abtastmechanismus selbst und durch die sogenannte photo-
elektrische Trégheit hervorgerufen. Der zweite Effekt ist iiberwiegend.
Er besteht darin, daB die Leitfahigkeit des Halbleiters schnellen Be-

lichtungsénderungen nicht unmittelbar folgt.

Die spektrale Verteilung der Empfindlichkeit héngt vom benutzten Schicht=
material ab. Die Verteilungskurven und alle weiteren durch das Schicht-
material bedingten Eigenschaften der RShren sind den Kurven der jewei-

ligen Datenblétter zu entnehmen.






